
наблюдения т»(6 е - 1 , 
частоты получаем 

to,,-1, fljT1) из (3) для >естеств 
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Здесь для простоты положено Из соотношения (4) следует, что 
имеется не зависящее от мощности W предельное значение для 

У5 Е 
<ут (Дсо/соо), которое достигается при W = №опт 

В частности, для и;тт->-0 этот предел имеет вид 
Д со V / (А соо/2-сШ (Й соо/(2хГ))'+»с • 8 я2 

ю 
8 Q e n 2 

(Тт (ЧгМ" jl/i2 
( 5 ) 

При Т) формула (5) стремится к своему квантовому пре-
делу [2]: * 

C t ( = ( у р 
Л ©о /мин \ 1/5 £юУсо2 рт8 / 

Сравнивая (5), (6) с предельным значением нестабильности частоты 
для изохронных-генераторов [2, 3], видим, что влияние амплитудных 
флуктуаций в неизохронньр!: генераторах уменьшается в (юцт)2 раз и 
основной вклад в естественные вариации частота могут давать меха-
нические и термодинамические флуктуации рёзонкнсной системы гене-
ратора. 

В заключение автор благодарит В. В. Брагинского и В. И. Панова 
за внимание и ценные дискуссии. 
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ОСТИ ДВУМЕРНЫХ 

В ряде теоретических и экспериментальных 
что при низких температурах Т в проводимости д 
ется логарифмически зависящая от Т часть. Появ 

работ было показано, 
вумерных систем име-

ление логарифмиче^ 
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«ской температурной зависимости связано с диффузионным 'характеров 
движения электронов при упругом рассеянии на примеси. 

«Локализационные поправки» к проводимости при постоянном токе 
<Jl обусловлены веерными диаграммами, сумма которых имеет полюс-
ную структуру ![1, 2]. Логарифмическая расходимость выражения для 
*оl, при малых значениях суммарного импульса в случае рассеяния 
:назад устраняется путем учета неупругих процессов. Для рассеяния 
ща короткодействующих потенциалах и круговой поверхности Ферми 
расчет дает [1,2] * 

. . CfL= — г V (1) 
2л;2 A t V ' 

где х и хin — времена релаксации для упругих и нёупругих процессов 
соответственно. 4iacTo можно положить %-1П~Т~р. При этом выражение 
(1) логарифмически зависит от температуры. 

Диффузионные полюсы в выражениях для проводимости при учете 
взаимодействия между электронами дают «корреляционную» поправку 
к проводимости, которая в низшем порядке по взаимодействию имеет 
вид [3, 4] 

<7/= — g l n - A - . (2) 
2я2 h s Тх v ' 

Здесь g — безразмерная константа электрон-электронного взаимодей-
ствия. Логарифмическая зависимость <7/ от Т связана с тем, что взаи-
модействие носителей идет с передачей энергии, к при конечных тем--

пературах тепловое размытие фермиёвского распределения приводит 
к появлению, эффективного затухания, пропорционального Т. Наряду 
с̂ этим неупругие процессы, приводящие к затуханию одноэлектронных 

состояний сданной энергией, также могут приводить к эффективному 
обрезанию логарифмических расходимостей. Учет затухания, связан-
ного с неупругими процессами, приводит к тому, что под знаком лога-
рифма в (2) фактически стоит 'величина max (h/(Tx), xin/x): 

Техника вычислений аналогична использованной в работе [5]. 
При учете неупругого затухания диффузионные полюсы имеют вид 

(DqZ+\x»n\+xin-l)-\ (3) 

ггде q — суммарный импульс, В — коэффициент диффузии, a wn — 
мацубаровские частоты. Используя выражение (3), получаем для кор-
реляционной поправки or. . 

. 2я2й 6 Д т А Тх /7 

где функция Ф определяется выражением ^ 1 , 

т Ш 2 Г d ( х У x d x - f W , M , « V -
0 

При h/xin<.T отсюда получается формула (2), а при hfxin>T функ-
щией Ф можно пренебречь, так что 0/~ In Т. 

'Аналогично Для корреляционного вклада в магнитосопротивление 
при одновременном учете температурного и неупругого затуханий на-
ходим: 

Mi= —^—{gU(x)-+ J(a/x, а)-Ф(П/Тх{.п)]-$[(х)}. (5) 
2 я 2 й 
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Здесь 
f ( x ) = l n ( l / x ) — ф ( 1 / 2 + l / x ) , 

oo _ _ 
exp ( — 2 x 0 / t2 

J (к, a) = a J — 
sh at (-sh 2 * 

1 | dt, 

x = 4De НхЩ e, a = 2DeH/riTp, 
P(&) — функция, табулированная в s[6], а последнее слагаемое в (5) 
есть вклад поправок Маки — Томпсона. 

Если неупругое затухание мало (fr/Tin<.T), to из формулы (5) 
получается результат работы [7]: 

А а/ = 
2 а 2 h -g Ф ( а ) , 

ф (<Х) = Г __L_/_EL£_ _ i W J 
J sh at \ sh a t / 

В обратном предельном случае функции / и Ф в (5) малы, так что 
е 2 

А <Уг = — 2п2Н 
В области магнитных полей eDH/c^h/xin^T из*(§) получаем 

he 
А (Т/ = 

2 я 2 h 
( Я - Р ) 1'П- ( 7 ) DeHx 

Таким образом, корреляционный вклад в проводимость двумерных 
неупорядоченных систем может быть пропорционален как In:Т, так и 
р In Г в зависимости от того, что доминирует: температурное уширение 
или неупругое затухание. Вероятно, это •обстоятельство может быть су-
щественно при экспериментальном разделении лок^лизационных и кор-
реляционных вкладов. 
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Несмотря на то что исследованию влияния сильного электриче-
ского поля на носители заряда в полупроводниковых сплавах 
Hgi-jcC&cTe посвящено значительное число раб<}т (с'м., например, 
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